

	[image: ]	
[image: ]




博碩士論文 90222006 詳細資訊








  
  	以作者查詢圖書館館藏	、以作者查詢臺灣博碩士	、以作者查詢全國書目	、勘誤回報	、線上人數：59	、訪客IP：54.159.168.162


  	姓名	
      	  院繼祖(Ji-Zu Yuan)  
		      查詢紙本館藏  	畢業系所	物理學系
	論文名稱	
      	  低溫成長氮化鎵的光電性質
(The electrical and optical properties of low temperature-growth GaN)
      	   
	相關論文		★ 應力緩衝自聚性砷化銦量子點之電場調制反射光譜	★ 垂直耦合自聚性砷化銦鎵量子點之光學特性研究
	★ 氮化銦鎵/氮化鎵多層量子井之光學特性研究	★ 自聚性砷化銦鎵量子點之光電特性
	★ 熱退火處理之量子點的能階變化及其理論計算	★ 碲硒化鋅磊晶層之光學特性研究
	★ 硒化鋅磊晶層之光學性質	★ 氮化銦鎵卅氮化鎵多層量子井發光二極體之電性研究
	★ 自聚性矽鍺多層量子點光學特性研究	★ III--氮族半導體的極化電場效應
	★ 應力緩衝層對砷化銦量子點侷限能階之影響	★ 砷化銦量子點在二維光子晶體中共振模態之光學特性研究
	★ 高銦含量氮化銦鎵薄膜之光學性質研究	★ 氮化銦奈米柱之光學性質研究
	★ 砷化銦鎵量子點在砷化鎵多面體結構之光學性質研究	★ 表面電漿子增強氮化銦鎵/氮化鎵多重量子井結構之自發性復合速率探討



	檔案	
		   		[image: ][Endnote RIS 格式]   
		      [image: ][Bibtex 格式]     	
      [image: ][相關文章]   [image: ][文章引用]   [image: ][完整記錄]   [image: ][館藏目錄]   [image: ][檢視]  [image: ][下載]	本電子論文使用權限為同意立即開放。
	已達開放權限電子全文僅授權使用者為學術研究之目的，進行個人非營利性質之檢索、閱讀、列印。
	請遵守中華民國著作權法之相關規定，切勿任意重製、散佈、改作、轉貼、播送，以免觸法。

  
      

	摘要(中)	摘要


在本論文中，我們利用光學方法（改變外加偏壓的電場調制反射光譜）再配合電學方法（電容-電壓量測）的修正得到了鎳/金-低溫氮化鎵覆蓋層-氮化鎵結構的蕭基能障，同時也量測無此低溫覆蓋層的相同樣品作為對照組。而後為了進一步了解低溫成長氮化鎵的缺陷，我們將兩樣品做穿透光譜量測，發現有低溫氮化鎵覆蓋層的樣品有著較多的缺陷，而後再以導納量測求得缺陷活化能。


為了更單純了解低溫成長氮化鎵的缺陷及其與常溫成長氮化鎵在晶格排列上的差異，我們另準備了低溫（常溫）成長的氮化鎵塊材，及將低溫氮化鎵作快速熱退火處理以穿透光譜量測來作比較。又為了增加低溫氮化鎵的導電性我們將其用矽作離子佈值後再加以不同時間的熱退火處理，再同樣以穿透光譜量測，分析其缺陷。
	摘要(英)	Abstract


We hve measured the Schottky barrier height of Ni/Au-GaN with and without LT-GaN cap layer by electromodulation spectroscopy method.


To understand the defect caused by the covered LT-GaN cap layer, we also perform the transmission and admittance measurement for experimental sample. Further more, we perform transmission measurement for series samples including LT-GaN bulk, LT-GaN bulk with RTA process, LT-GaN bulk with implantation process, and LT-GaN bulk with implantation and RTA process.
	關鍵字(中)	
      	  ★ 低溫氮化鎵	關鍵字(英)	
      	  ★ low-temperature growth GaN
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